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T R A N Z Y S T O R  BF520

W  bieżącym roku uruchomiono 
w Fabryce Półprzewodników 

TEWA produkcję tranzystorów 
BF520. Są to tranzystory krzemowe 
epiplanarne, średniej mocy, wielkiej 
częstotliwości, typu n-p-n. Najbliż­
szymi odpowiednikami zagraniczny­
mi tranzystora BF520 są tranzysto­
ry KT312 produkcji ZSRR i BFY19 
firmy INTERMETALL.

Złącze tranzystora BF520 jest za­
mykane w obudowie TO-18, której 
wygląd i rozmiary podano na ry­
sunku 1. W obecnej wersji tranzy­

stora BF520 kolektor połączony jest 
elektrycznie z obudową.

Graniczne wielkości eksploatacyj­
ne przedstawiono w tablicy 1, a 
parametry statyczne i dynamiczne 
tranzystora BF520 — w tablicach 2 
i 3. Przewiduje się, że tranzystory 
BF520 zostaną podzielone na kilka 
podtypów w zależności od współ­
czynnika wzmocnienia prądowego 
h2ie i napięć przebicia.

Rys. 1. W y m ia ry  obudow y  i u k ła d  w y ­
p ro w ad zeń



T a b l i c a  1

Rys. 2. C harakterystyki w yjśc iow e Ic  =
=  » <uCE)

Rys. 3. C harakterystyka Ic  =  f (IB)

Rys. 4. Zależność częstotliw ości granicz­
nej fT od punktu pracy

Charakterystyki statyczne przed­
stawiono na rysunkach 2 i 3, przy 
czym rysunek 2 przestawia cha­
rakterystyki wyjściowe Ic — f  
(UCE), zaś rysunek 3 charakterysty­
kę statyczną Ię = f (Ig). Zależność 
częstotliwości granicznej fr  od 
punktu pracy przedstawiono na ry­
sunku 4. Rysunki 5 i 6 przedstawia­
ją zależności parametrów macierzy 
admitancyjnej (y) od punktu pracy

Graniczne w ielk ośc i eksploatacyjne

N azw a p a ra m e tru Sym bol W artość J  edn o stk a

N ap ięc ie  k o le k to r-e m ite r
V  CEO

30 V
N ap ięc ie  k o le k to r-b a z a

U  C B0
30 V

N ap ięc ie  e m ite r-b a z a
U E B 0

4 V
P rą d  k o le k to ra :c 50 m A
S zczytow y p rą d  k o le k to ra

1C M
200 m A

P rą d  bazy
2b

5 m A
S zczytow y p rą d  bazy 1B U 20 m A
T e m p e ra tu ra  złącza t . 150 ° C
T e m p e ra tu ra  sk ład o w an ia —65-?-150 °  c
M oc s t r a t  k o lek to ra  (t ^  =  25°C) P c 300 mW

P a ra m e try  s ta ty c zn e  (t ^ =  25°C)
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N azw a p a ra m e tru S ym bol W artość Je d n o s tk a

P rą d  w ste czn y  k o le k to r-b a z a  p rzy

UCB -  15 V I C B 0 2 (< 5 0 ) nA

P rą d  w ste czn y  k o le k to r-b a z a  p rzy
= 1 5  V, t ,  =  150° CCB ’ amb I C B 0 1 (^100) pA

P rą d  w steczn y  e m ite r-b a z a  p rzy

U E B  “  4 V l E B 0 3 (<200) nA

N ap ięcie  przebicia*) kolekto ir-em iter
p rzy  l C E g  =  10 m A U (B R )C E 0 50 (^3 0 ) V

N apięcie  p rzeb ic ia  ko lek to r-b aza  p rzy

! CBO -  10 U  (B B )C B O 120 ^ 3 0 ) V

N ap ięcie  p rzeb ic ia  e m ite r-b a z a  p rzy

I E B 0  =  10 **A U ( B R ) E B 0
8 ( > 4 ) V

W spółczynnik  w zm o cn ien ia  p rądow ego
przy  I r  =  10 m A , V C p  =  6 V h 2lE 50(20-^300) -

N ap ięc ie  n a sy c e n ia  k o le k to r -e m ite r
p rzy  I CM  =  200 m A , I B M  =  20 m A

U C E s a t
0,35 (<^0,8) V

* )  P o m ia r  im pu lsow y: x  =  0,2 m S, T =

P a ra m e try

20 mS 

d ynam iczne
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N azw a p a ra m e tru S ym bol W artość Je d n o s tk a

W spółczynnik  w zm o cn ien ia  p rąd o w eg o
p rz y  I c  =  1 m A , U C E  =  6 V, f p  =  1 kH z h 2le 40(20-=-200) —

W spółczynnik  w zm o cn ien ia  p rądow ego
p rzy  I c  =  20 m A , U ę E  =  2 V , j p  =  l  kH z h 2 le 50(20- -̂300) —

C zęsto tliw ość p rzen o szen ia  p rzy  1 ^  =

=  5 m A , U n „  = 1 0  V, /  =  100 MHz
L e j  V f T 220(^150) MHz

S ta ła  czasow a sp rzężen ia  zw ro tn eg o  p rzy
I ę  =  5 m A , U C B  =  10 V, /  =  5 MHz T'b b 'C C 80(^300) ps

P o jem n o ść  złącza k o le k to ra  p rzy

JC  =  ° ’ U CB -  10 V. 1 v  -  5 M H z c c 4(<8) pF



tranzystora przy częstotliwościach 
35 MHz i 100 MHz.

Ze względu na połączenie kolek­
tora z obudową zastosowanie tran­
zystorów BF520 w urządzeniach 
wielkiej częstotliwości jest na razie 
ograniczone do układów o małej 
dobroci, jak np. mieszacz i wzma-

R ys. 5. W y k res za leżności p a ra m e tró w  
m ac ie rzy  (y) od p u n k tu  p ra c y  f  — 35 MHz 

UCE =  « V

cniacz pośr. cz. odbiornika telewi­
zyjnego.

Obecnie tranzystor BF520 jest 
przeznaczony głównie do zastosowań 
w układach automatyki i układach 
impulsowych o średniej szybkości. 
Jednak ze względu na swoje właści- 
woścu, może być stosowany w ukła­
dach małej i średniej częstotliwości 
oraz z ograniczeniem — w ukła­
dach w. cz. do około 100 MHz.

Rys. 6. W ykres zależności param etrów  
m acierzy (y) od punktu  pracy f  =  100 

M Hz UCE =  6 V


